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) Bauteil mit einem Kondensator 

) Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit einem Kondensator, 
insbesondere ate integriertes oder diskretes Bauteil, mit 
wenigstens einer Substrata chicht (1) aus Glas bzw. A1 2 0 3 , 
wenigstens einer Antireaktionsschicht (2) bzw. Planarisie- 
rungsschicht (2), wenigstens zwei Elektrodenschichtan (3, 5) 
und wenigstens einer Dielektrikumschieht (4) sowie einen 
solchen Kondensator. Urn ein Bauteil zu schaffen, das 
kostengunstige, SMD-fShige Kondensatoren mit hoher Fia- 
chenkapazitat geringer Dicke und geringer Toleranz zur 
Verfugung stellt, ist fur die Antireaktionsschicht (2) auf dam 
Glassubstrat (1) bzw. fur die Planarisierungsschicht (2) auf 
dem ALOj-Substrat (1) jewefls wenigstens ein bestimmtes 
Material vorgesehen. Bei einer Antireaktionsschicht Oder 
Planarisierungsschicht (2) aus einem der beanspruchten 
Stoffe oder einer {Combination aus mehreren Stoffen kann 
eine dielektrische Schicht (4) aufgebracht warden, mit der 
eine hohe Kapazitat erreicht wird. 
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Beschreibung Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, kostengttnsti- 

ge, SMD-fahige Kondensatoren mit hoher Flachenka- 
Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit einem Konden- pazitat, geringer Dicke und geringer Toleranz herzu- 
sator, insbesondere als integriertes oder diskretes Bau- steilen. 

teil, mit wenigstens einer Substratschicht aus Glas bzw. 5 Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
A1 2 0 3 , wenigstens einer Antireaktionsschicht bzw. Pla- daB bei einem Bauteil mit einem Kondensator mit einem 
narisierungsschicht, wenigstens zwei Elektrodenschich- Glassubstrat als Material far die Antireaktionsschicht 
ten und wenigstens einer Dielektrikumschicht sowie ei- wenigstens ein Element aus einer Gruppe, bestehend 
nensolchen Kondensator. aus Ti0 2 , ZrO* HfO^ SrTiOs, CaTiO* BaTiOs, 

Des weiteren betrifft die Erfindung jeweils em Ver- 10 BaZr x Tii_ x 0 3 mit x - 0 . . . 1, PbZr x Tn _ x 0 3 mit x = 0 
fahren zur HersteUung eines gattungsgemaBen Bautei- . . . 1, Ta^Os, Nb 2 0s, MgO, BeO, A1 2 0 3 , MgAhO* ZrTiO* 
les mit einem Kondensator mit einem Glassubstrat und BaF* TiB* MgF* Y 2 03, Sc 2 03, La 2 0 3 und L^O* wobei 
einer Antireaktionsschicht oder mit einem Al 2 0 3 -Sub- Ln Lanthanide wie z. B. Pr 2 0 3 sind, vorgesehen ist Als 
strat und einer Planarisierungsschicht Glassubstrat konnen dabei neben Quarzglas (Si0 2 ) ins- 

Keramische Vielschichtkondensatoren werden ubli- 15 besondere aus Kostengrunde auch Silikatgiaser ver- 
cherweise auf pulvertechnologischem Wege hergestellt wendet werden. Urn hohe Kapazitaten in kleinen Ab- 
Dazu werden Pulver mit Mischoxidverfahren bzw. mit messungen zu erreichen, mOssen dielektrische Materia- 
naBchemischen Verfahren wie z. B. Fallung aus waBri- lien eingesetzt werden, die Dielektrizitatskonstanten K 
gen Ldsungen hergestellt Die Pulver gewfinschter Zu- > 10 haben, aus denen fQr ausreichende Kapazitaten 
sammensetzung werden mit einem Binder versehen und 20 mit DQnnschichtprozessen dunne, dielektrische Schich- 
z. B. zu Folien verarbeitet Die Folien werden mit Elek- ten hergestellt werden. Um diese Materialien auf einem 
trodenpasten bedruckt und anschlieBend Qbereinander kostengunstigen Glassubstrat verwenden zu konnen 
gestapelt Der Bmder wird bei niedrigen Temperaturen muB eine Antireaktionsschicht vorgesehen werden, die 
ausgebrannt und die Kondensatoren werden bei Tem- eine Reaktion des Dielektrikums mit dem Glassubstrat 
peraturen von ca. 1250- 1300°Q abhangig vom Materi- 25 verhindert Weiterhin wird durch diese Antireaktions- 
alsystem und der Zusammensetzung, zu einem dichten schicht auch das Problem einer RiBbildung durch unter- 
Produkt gesintert Die mit Verfahren nach dem Stand schiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten von 
der Technik hergestellten keramischen Kondensatoren Substrat und Dielektrikumschicht vermieden. Bei einer 
weisen Dielektrika mit Dicken von ca. 10- 15 um auf. Antireaktionsschicht aus einem der oben angegebenen 
MitWeiterentwicklungderPulvertechnikkdnnenauf 30 Stoffe oder einer Kombination aus mehreren Stoffen 
diese Weise Kondensatoren mit dielektrischen Dicken auf dem Glassubstrat kann darauf eine dielektrische 
von c^ 3-5 um erzeugt werden. Schicht aufgebracht werden, mit der eine ausreichende 

Bedingt durch die eingesetzten Folien- und Sieb- Kapazitat erreicht wird. Als Verfahren eine Antireak- 
drucktechnologien sowie die Stapelung der Folien mit tionsschicht abzuscheiden, ist auch das Aufbringen einer 
biszu70-100LagenisteineMiniaturisierungderauBe- 35 Schichtzusammensetzung geeignet, wie beispielsweise 
ren Abmessungen technologist sehr aufwendig fur einer Ti/Pt-Schicht, gefolgt von einer Strukturierung 
Kondensatorabmessungen 0402 und 0201, was des Pt mittels reaktivem Ionenatzen und anschlieBender 
1-0,5 mm 2 und 0^-0^5 mm 2 entspricht Nach dem Oxidation des Ti in SauerstoffatmospharezuTi0 2 . 
Stand der Technik sind Kriechwege in den Kondensato- In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung 
ren von ca. 150-250 um typisch. Ein Kondensator mit 40 ist als Material fQr die Elektrodenschichten jeweils we- 
den lateralen Abmessungen 0402 oder 0201 besitzt da- nigstens ein Element aus einer Gruppe, bestehend aus 
her nur noch einen kleinen Teil aktiver Kondensatorfla- Ti/Pt, Ta/Pt, Ti/PoVPt, Ir, IrOx, IK) 2 /Ir, Zr0 2 /Pt, Ti/Cu, 
ch !' Ti/Ni, Ti/NiAl, Ti/(Ni, Al, Cr), Ti/(Ni, Al, Fel Ti/(Ni, Fe, 

Aus DE 34 14 808 Al "Verfahren zur Herstellung ei- Cr), Ti/(Ni, Al, Cr, Fe), Ti/(Ni, Fe, Cr, Sil Ti/(Co, Ni, Fe, 
nespreiswertenDunnfilmkondensatorsunddanachher- 45 Cr), Pt x Ali- x /Pt, Pt/Ir0 2 , Ti0 2 /Pt, leitenden Oxiden, 
gestellter Kondensators" ist bekannt, daB auf ein Sub- Hybriden aus wenigstens einem leitenden Oxid und ei- 
strat, vorzugsweise eine Glasplatte, eine Schicht aus ei- nem Edelmetall und Hybriden aus wenigstens einem 
ner mit Phosphor angereicherten SUiziumdioxidgrun- Edelmetall und einem Nichtedelmetall, vorgesehen. Als 
dierung aufgebracht wird, die ca. 3% Phosphor enthalt Material fur die Elektroden werden Edelmetall- oder 
Darauf wird dann eine zu strukturierende Schicht lei- 50 Nichtedelmetallschichten eingesetzt, die beispielsweise 
tenden Materials, vorzugsweise aus Aluminium oder mittels lithographischer Prozesse verbunden mit NaB- 
Nickel, zur Defmierung von Elektroden aufgebracht oder Trockenatzschritten zu Elektroden strukturiert 
Auf das behandelte Substrat wird dann eine Schicht werden. Als leitende Oxide kdnnen dabei beispielsweise 
Siliziumdioxid nut einer Dielektrizitatskonstanten K - die Verbindungen RuO* SrRu0 3 oder andere verwen- 
3,97 und einer Dicke von 1,155 um aufgebracht Im Do- 55 det werden. Fur hybride Kombinationen aus leitenden 
kument DE 34 14 808 Al werden folglich DOnnschicht- Oxiden und Edelmetallen kommen zum Beispiel Kombi- 
kondensatoren beschrieben, die eine sehr geringe Fia- nationen wie RuOx/Pt zur Anwendung. Als Hybridelek- 
chenkapazitat aufweisen. Als Substrat wird Glas einge- troden aus EdelmetaD und Nichtedelmetall eignen sich 
setzt und als Elektrodenmaterial dient Aluminium. Un- insbesondere die Kombinationen Ti/Cu/Pt, Ti/Ni/Pt 
ter diesen Bedingungen kann nur eine einfache oxidi- eo und Ti/(Ni,Cr,Al,Fe)/Pt sowie weitere ahnhche Verbin- 
sche Schicht wie das angegebene Si0 2 als Dielektrikum dungen. 

benutzt werden. Diese Schichten haben eine sehr niedri- In einer vorteilhaften Weiterbildung des Bauteiles ist 
ge iDielektrizitatskonstante K und Uefern damit auch fur die Dielektrikumschicht eine Schicht aus ferroelek- 
sehr medrige nachenkapazitaten. Mit diesen Dielektri- trischem Material mit einer Dicke von 10 nm bis 2 um 
ka konnen nur Kondensatoren mit 100-500 pF erzeugt 65 vorgesehen. Da aufgrund der Antireaktionsschichten 
werden. Um hohe Kapazitaten zu erreichen, muB ein dunne, ferroelektrische Dielektrika mit geringem Ver- 
Dielektnkum mit K > 50 in Form dunner Schichten auf lustfaktor auf kostengtostigem Substrat aufgebracht 
einem Substrat abgeschieden werden. werden kdnnen, ist die HersteUung eines Kondensators 



10/25/2004, EAST Version: 1.4.1 



DE 196 30 883 Al 
3 4 



mit groBer Volumenkapazitat in Dunnschichttechnik 
mdgiich, der SMD-fahig und mit groBer PrSzision fer- 
tigbar ist Fur DOnnschichten von 10 nm bis 2 urn wer- 
den vorzugsweise folgende dielektrische Materiaiien 
verwendet: 

PbZr x Tii_ x 0 3 mit x = 0— 1, mit oder ohne Bleiuber- 
schuB 

Dotiertes PbZr x Tu _ x 0 3l z, B. mit Nb dotiert 
Pbi-ayLyZr x Tii-x0 3 mit x = 0—1, y = 0-0,20 und a 
« 13— 1 A mit oder ohne BleiuberschuB 
Pbi-ayLa y Ti0 3 mit y « 0-0,28 und a = 13—1,5, mit 
oder ohne BleiuberschuB 
(Pb,Ca)Ti0 3 

BaTi03, mit oder ohne Dotierungen 
BaTi0 2 mit Ce-Dotierung 
BaTi02 mit Nb- und/oder Co-Dotierung 
BaZr x Tii- x 0 3 mitx » 0-1 
Bai - x Sr x Ti0 2 mit x « 0- 1 
SrTi0 3 mit Dotierungen von z. B. La, Nb, Fe, Mn 
SrZr x Tii- x 0 3 mit x = 0—1 mit oder ohne Mn-Dotie- 
rung 

CaO x ZnO y (Nb205) z mitx = 0.01— 0,05; y - 0,43-0,55; 
z - 0,44-032 

(BaTiO 3 )ai8-0^7 + (Nd 2 O3)0316-0355 + 

(^0^0,276-0,355 + (Bi 2 0 3 )o,025- 0,081 + ZnO 

MgO— Ti02-Ca0-Al 2 O3— Si0 2 mit Dotierung von 
Nb,Y,La,Pr,Ni 
A1 2 0 3 
Ba 2 Ti90 2 o 
Nb 2 0 5 
Ti0 2 
CaTi0 3 

CaTi0 3 + CaTiSiOs 
(Sr,Ca)(Ti,Zr)0 3 

(Sr, Ca, MXU Zr)0 3 M - Mg oder Zn 
(Sr, Ca, Mg, ZnXTi, Zr, Si)0 3 
(Sr,Ca,Cu,Mn,Pb)Ti0 3 4- Bi 2 0 3 
BaO-SrO-CaO-Nd 2 03-Gd 2 03-Nb 2 0 5 -Ti0 2 
(Bi 2 0 3 )x(Nb 2 05)i -x mit Zugaben von Si0 2j Mn0 2 , PbO 
BaTi0 3 mit Nb 2 0 5 , CoO, Mn0 2 , CeO* ZnO Dotierun- 
gen 

BaTi0 3 + CaZr0 3 mit Zugabe von MnO, MgO und 
Seltenerdoxiden 

(Ba,Ca)Ti0 3 + Nb 2 0 5 , Co 2 03, Mn0 2 
Zr(ri,Sn)0 4 

BaO-PbO-Nd 2 0 3 -Pr 2 0 3 -Bi 2 0 3 — Ti0 2 
Ba(Zn,Ta)0 3 
Ta 2 0 5 
CaZK) 3 

(Ba,NdXT*i,Zr)0 3 + Ce-Dotierung 
(Ba,Ca,SrXTi,Zr)0 3 + Li 2 0, Si0 2 , B 2 0 3 
Pb0-Nb 2 0 3 -Zr0 2 -Sn0 2 -ri0 2 
[P^Mgi/sNb^OsJc-fPhTiOs]! - x mitx = 0 ... 1, mit 
und ohne BleiuberschuB, mit und ohne Dotierung 
(Pb, Ba, SrXMgi/BNb^Ti^Zni/aNb^i - x - y 0 3 

i)Pb(Mgj/2Wi/2)0 3 
u)Pb(Fei/2Nbi/ 2 )0 3 

iii) Pb(Fe2/3W,/3)03 

iv) Pb(Nii/3Nb2/3)0 3 

v) Pb(Zni/3Nb2/3)03 

Kombinationen der Verbindungen i)— v) mit PbTi03 
und Pb(Mgi/3Nb2/3)0 3 
Pb(Sci/2Tai/ 2 )0 3 . 

Ebenfalls konnen auch Schichtstrukturen, die aus 
mehreren einzelnen Schichten der oben aufgefuhrten 



Verbindungen aufgebaut sind, wie beispielsweise eine 
titanreiche PZT-Schicht und darauf PLZT-Schichten, 
verwendet werden, wodurch sich insbesondere die elek- 
trischen Eigenschaften der Schicht verbessern. 
5 Die Aufgabe wird erfindungsgemaB ebenfalls da- 
durch gelost, daB bei einem Bauteil mit einem Konden- 
sator mit wenigstens einer Substratschicht aus A1 2 0 3 als 
Material fur die Planarisierungsschicht nicht kristallisie- 
rende Glaser mit/ohne Zusatz von wenigstens einem 
io Element aus einer Gruppe, bestehend aus TiO^ Zr0 2 , 
HfO* SrTi0 3> CaTi0 3 , CaZrO* BaTiOs, BaZr x Tii - x 0 3 
mit x » 0 ... 1, PbZr x Tii_ x 03 mit x = 0 ... 1, Ta 2 0 5 , 
Nb 2 0 5 , MgO, BeO, A1 2 0 3 , MgAl 2 0<, ZrTiO* BaF 2 , 
MgF 2l Y 2 0 3 , Sc 2 0 3 , La20 3 und Ln 2 0 3 , wobei Ln Lantha- 
15 nide wie z. B. Pr 2 03 sind, vorgesehen sind. Ahnlich wie 
bei einem erfindungsgemaBen Kondensator mit einem 
Giassubstrat und einer Antireaktionsschicht werden di- 
elektrische Materiaiien eingesetzt, die Dielektrizitats- 
konstanten K > 10 haben, urn hohe Kapazitaten in 
20 kleinen Abmessungen zu erreichen. Urn diese Materia- 
iien auf einem kostengunstigen Al 2 03-Substrat verwen- 
den zu kdnnen, muB eine Planarisierungsschicht vorge- 
sehen werden, da neben einer Reaktion des Dielektri- 
kums mit AI 2 03 auch Kurzschlusse der Kondensatoren 
25 aufgrund der hohen Oberflachenrauhigkeit verhindert 
werden mussen. Weiterhin wird auch eine RiBbiidung 
der dielektrischen Schicht durch unterschiedliche ther- 
mische Ausdehnungskoeffizienten vermieden. Bei einer 
Planarisierungsschicht aus einem der oben angegebe- 
30 nen Stoffe oder einer Kombination aus mehreren Stof- 
fen auf dem Al 2 03-Substrat kann darauf eine dielektri- 
sche Schicht aufgebracht werden, mit der eine ausrei- 
chende Kapazitat erreicht wird. Im Falle von sehr ober- 
flachenrauhen Substraten, wie z. B. Al 2 0 3 -Substraten 
35 mit DickschichtquaMt, werden mehrere Mikrometer 
dicke Planarisierungsschichten aufgebracht Diese Pla- 
narisierungsschicht kann z.B. eine Blei-Silikatglas- 
schicht oder auch zur Erhohung der Temperaturstabili- 
tat eine mit TiO* Zr0 2 oder auch PbTi0 3 oder einem 
40 der anderen oben* angegebenen Zusatze angereicherte 
Glasschicht sein. Als Verfahren zur Abscheidung einiger 
Mikrometer dicker Schichten konnen hier z. B. Dick- 
schichtprozesse, wie z. B. Siebdruckprozesse, eingesetzt 
werden. 

45 In einer bevorzugten Ausfuhrungsforra des erfin- 
dungsgemaBen Kondensators mit Al 2 03-Substrat ist als 
Material fiir die Elektrodenschichten jeweils wenigstens 
ein Element aus einer Gruppe, bestehend aus Ti/Pt, Ta/ 
Pt, Ti/Pd/Pt, Ir, IrO* Ir0 2 /Ir, Zr0 2 /Pt, Ti/Cu, Ti/Ni, TV 

so NiAl T1/(Ni, Al Cr), Ti/(Ni, Al Fe), Ti/(Nl Fe, Cr), Ti/ 
(Ni, Al, Cr, Fe), Ti/(Nl Fe, Cr, Si), Ti/(Co, Ni, Fe, Cr), 
Pt x Ali- x /Pt, Pt/IrO* Ti0 2 /Pt, leitenden Oxiden, Hybri- 
den aus wenigstens einem leitenden Oxid und einem 
Edelmetall und Hybriden aus wenigstens einem Edelme- 

55 tall und einem Nichtedelmetall, vorgesehen. Als leitende 
Oxide konnen dabei beispielsweise die Verbindungen 
RuOx, SrRu0 3 oder andere verwendet werden. Fiir hy- 
bride Kombinationen aus leitenden Oxiden und Edelme- 
tallen kommen zum Beispiel Kombinationen wie RuOx/ 

60 Pt zur Anwendung. Als Hybridelektroden aus Edelme- 
tall und Nichtedelmetall eignen sich insbesondere die 
Kombinationen Ti/Cu/Pt, Ti/Ni/Pt und Ti/(Ni, Cr, Al, 
Fe)/Pt sowie weitere ahnliche Verbindungen. 
In einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erflndung ist 

65 fur die Dielektrikumschicht eine Schicht aus ferroelek- 
trischem Material mit einer Dicke von 10 nm bis 2 urn 
vorgesehen. Auch hier konnen mit Hilfe der Planarisie- 
rungsschichten dunne, ferroelektrische Dielektrika mit 
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geringem Verlustfaktor auf kostengflnstigem Substrat 
aufgebracht werden, die die Herstellung eines Konden- 
sators mit groBer Volumenkapazitat in Dflnnschicht- 
technik ermdglichen, der SMD-fahig und mit groBer 
Prazision fertigbar ist AIs dielektrische Materiaiien 5 
werden vor2Ugsweise die oben fur Schichtdicken von 
10 nm— 2 \im auf einem Giassubstrat angegebenen 
Stoff e verwendet 

In einer anderen Weiterbildung des Kondensators in 
Dickschichttechnik ist dagegen als Material fur die 10 
Elektrodenschichten jeweils wenigstens ein Metallpul- 
ver in Form einer Paste aus einer Gruppe, bestehend 
aus Ag x Pti_ x mitx - 0... 1, AgxPdi- x mit x = 0... 1, 
Ag, Cu, Ni und diese Metallpulver jeweils mit Zugabe 
geringer Mengen eines Haftgiases, vorgesehen. 15 

Neben der Ausfuhrungsform in Dunnschichttechnik 
auf einem AbOrSubstrat kann es auch vorteilhaft sein, 
fur die Dielektrikumschicht eine Schicht aus ferroelek- 
trischem Material mit einer Dicke von 2 urn bis 20 \im 
vorzusehen. Fur Dickschichten von ca. 2 urn— 20 um 20 
werden als dielektrische Materiaiien vorzugsweise Pa- 
sten verwendet, die die folgenden Bestandteile in Form 
von Pulver enthalten: 

PbZr x Tii_x0 3 mit x = 0—1, mit und ohne Bleiflber- 
schuB(z.B.PbW0 3 ) 25 
Dotiertes PbZr x Tii - x 0 3 mit Flussigphase 
Pbi-ayLayZrxTn-xOsmitx « 0-1, y « 0-0,20 und a 
= 13—l3 Pbi-ayLa y Ti0 3 mit y = 0-0,28 und a = 
1,3-1,5 

(Pb,Ca)Ti0 3 30 
BaH0 3 

BaTi0 3 mit Ce-Dotierung 
BaTi0 3 mit Nb- und/oder Co-Dotierung 
BaZr x Tii-x0 3 mit x * 0— 1 

Bai - x Sr x Ti0 3 mit x » 0- 1 35 
SrTi0 3 mit Dotierungen von z. B. La, Nb, Fe, Mn 
SrZr x Tii- x 0 3 mit x == 0—1 mit oder ohne Mn-Dotie- 
rung 

CaO x ZnOy(Nb205)2mitx = 0,01 -0,05; y = 0,43-0,55; 
z « 0,44—0,52 40 
(BaTlO 3 ) W 8-0^7 + (Nd 2 O 3 ) 0f 316-.0 f 355 + 

(Ji0 2 )oa76-0#>S + (Bi 2 03)o,025-(W)81 + ZnO 

CaTi0 3 + CaTiSiOs 
(Sr,Ca)0ri,Zr)O 3 

(Sr, Ca, MXTi, Zr)0 3 M - Mg oder Zn 45 
(Sr, Ca, Mg, ZntfTi, Zr, Si)0 3 
(Sr,Ca,Cu,Mn,Pb)Ti0 3 + Bi 2 0 3 
BaO- SrO - CaO- Nd 2 0 3 - Gd 2 0 3 - ND2O3 -Ti0 2 
(Bi 2 0 3 )x(Nb205)i - x mit Zugaben von Si(>2, MnC>2, PbO 
BaTiOs mit ND2O5, CoO, Mn0 2 , Ce0 2 , ZnO Dotierun- 50 
gen 

BaTi0 3 + CaZr0 3 mit Zugabe von MnO, MgO und 
Seltenerdoxiden 

(Ba,Ca)Ti0 3 + Nb 2 05,Co 2 03,Mn02 
MgO-Ti0 2 -CaO-Al 2 03-Si02 mit Dotierung von 55 
Nb,Y,La,Pr,Ni 
Ba 2 Ti90 2 o 
Zrfn,Sn)0 4 

BaO-PbO-Nd 2 OrPr 2 0 3 -Bi 2 0 3 - , n0 2 
Ba(Zn f Ta)0 3 60 
(Ba, NdXTi,Zr)0 3 + Ce-Dotierungen 
CaZr0 3 

(Ba, Ca, SrXTi, Zr)0 3 + Li 2 0, SiC>2, B 2 0 3 
Pb0-Nb 2 03-Zr02-SnO2-TiO2 
[Pb(Mgi/3Nb2^)0 3 ]x— [PbTi0 3 ]i-x + Flussigphase, mit 65 
x«=0...1 

(Pb, Ba, SrXMgi/ 3 Nb2/3)xr ly (Zni/3Nb2^)i~x~y03 



i) Pb(Mgi/2W,/2)0 3 

ii) Pb(Fei/2Nbi/2)03 

iii) Pb(Fe 2 i 3 Wi/3)03 

iv) Pb(Nii/3Nb2y3)0 3 

v) Pb(Zni/3Nb2/ 3 )0 3 

Kombinationen der Verbindungen i)— v) mit 
PbTi0 3 undPb(Mgi/3Nb2/3)0 3 + Flussigphase 
Pb(Sci/ 2 Tai/ 2 )0 3 

[PbCMgmNl^JOslc-CPbriOJi-x mit PbW0 3 als 
Flussigphase und mit x » 0 ... 1. 

Weiterhin eignen sich insbesondere Pasten gut, die 
die vorstehend genannten Bestandteile in Form von Pul- 
ver enthalten und denen zur Erniedrigung der ProzeB- 
temperatur Glaser oder ein anorganischer Binder in 
Form eines Gels beigemischt wird. 

Vorteilhafterweise ist bei den Ausfuhrungsformen 
des Bauteiles wenigstens eine organische oder anorga- 
nische Schutzschicht vorgesehea Als Materiaiien fur 
die Schutzschicht gegen beispielsweise mechanische Be- 
anspruchungen eignen sich insbesondere polymere 
Schutzschichten oder anorganische Schutzschichten 
oder Kombinationen aus polymeren und anorganischen 
Schutzschichten, wie z. B. Si0 2 + Polyimid Dabei kann 
das Bauteil mit einem Kondensator auch so ausgefflhrt 
sein, daB auf die anorganische oder polymere Schutz- 
schicht ein weiteres Substrat, beispielsweise ein Gias- 
substrat, aufgeklebt ist. 

Weiterhin sind vorzugsweise wenigstens zwei End- 
kontakte vorgesehen. An den Endkontakten kann das 
Bauteil mit externen Bauelementen elektrisch gekop- 
pelt werden. Diese Endkontakte kdnnen vorteilhafter- 
weise je nach Anwendung unterschiedlich ausgefflhrt 
sein. Daher sind neben den konventionellen Endkontak- 
ten, bei welchen 5 Flachen kontaktiert werden, weitere 
Gestaltungsformen m6glich und fflr bestimmte Applika- 
tionen oder Arten der Bauteilmontage geeigneter. Bei- 
spielsweise konnen verwendet werden: 

a) SMD-Endkontakte mit weniger als 5 Kontaktfla- 
chen, 

b) Endkontakte, bei denen 3 Flachen U-f6rmig kon- 
taktiert werden, 

c) Endkontakte, bei denen 2 Flachen L-formig kon- 
taktiert werden, 

d) SMD-Endkontakte mit 5 oder weniger Kontakt- 
flachen, bei denen sowohl die obere als auch die 
untere Elektrodenschicht von oben kontaktiert 
werden. 

Die Aufgabe der Erfindung wird weiterhin mit einem 
Verfahren zur Herstellung eines Bauteiles mit einem 
Kondensator mit den Schritten 

— Bereitstellen wenigstens einer Substratschicht 
ausGlas, 

— Aufbringen wenigstens einer Antireaktions- 
schicht auf die Substratschicht, 

— Aufbringen wenigstens einer ersten Elektroden- 
schicht auf die Antireaktionsschicht, 

— Strukturierung der ersten Elektrodenschicht zu 
wenigstens einer ersten Elektrode, 

— Aufbringen wenigstens einer Dielektrikum- 
schicht auf die erste Elektrode, 

— Aufbringen wenigstens einer zweiten Elektro- 
denschicht auf die Dielektrikumschicht, 

— Strukturierung der zweiten Elektrodenschicht 
zu wenigstens einer zweiten Elektrode 
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geiost, bei dem als Material fur die Antireaktionsschicht zu 10 nm. Die niedrigen Temperaturen sind notwendig, 

wenigstens ein Element aus einer Gruppe, bestehend um die sehr diinnen Schichten auf kostengunstigen Sub- 

aus TiO* ZrO* Hf0 2 , SiHO* CaTi0 3 , BaTi03, straten, wie z. B. Glassubstraten oder AfcCb-Substraten, 

BaZr x Tii - x 03 mit x = 0 . . . 1, PbZr x Tii - x 03 rait x = 0 zu fertigen. Um sehr dQnne Kondensatoren zu erzeu- 
... 1, Ta20s, ND2O5, MgO, BeO, AI2O3, MgAb04, ZrTiO* 5 gen, werden dfinne Substratplatten mit Dicken von ca. 

BaF 2 , MgF* Y2O3, Sc 2 0 3 , La 2 03 und D12O3, wobei Ln 200- 500 um eingesetzt 

Lanthanide wie z. B. Pr 2 0 3 sind, vorgesehen ist Zur Im folgenden soil die Erftndung anhand einer Figur 

Herstellung der Dielektrikumschicht eignen sich als Ab- und von sechs Ausf fihrungsbeispielen erlMutert werden. 

scheideverfahren insbesondere Sputtern, Elektronen- Dabeizeigt 

strahlverdampfung, Laser-Ablation, chemische Ab- to Fig. 1 den schematischen Aufbau des erfindungsge- 

scheidung aus der Gasphase oder naBchemische Ver- maBen Bauteiles im Querschnitt 

fahren wie das Sol-Gel- Verfahren. Dazu sind als Ab- In dem Bauteil in Fig. 1 bezeichnet 1 eine Substrat- 

scheideverfahren fiir die Antireaktionsschicht vorteil- schicht, beispielsweise Glas oder AI2O3, 2 eine Antireak- 

hafterweise naBchemische Verfahren, wie zum Beispiel tions- bzw. Planarisierungsschicht, 3 eine erste Elektro- 
Schleudern, Tauchen, Spruhen oder Sputtern, die chemi- 15 de, 4 eine Dielektrikumschicht, 5 eine zweite Elektrode, 

sche Abscheidung aus der Gasphase oder Laser Abla- 6 eine Schutzschicht und 7 zwei auf beiden Seiten ange- 

tion vorgesehen. brachten Endkontakte. Neben den konventionellen 

Die Aufgabe der Erfindung wird ebenfalls mit einem Endkontakten, bei denen fflnf Flachen des Bauteiles 

Verfahren zur Herstellung eines Bauteiles mit einem kontaktiert werden, sind auch andere Ausfuhrungsfor- 
KondensatorrnitdenSchritten ' 20 mendenkbar. 

Im folgenden werden Ausfuhrungsformen der Erfin- 

— Bereitstellen wenigstens einer Substratschicht dung erlautert, die beispielhafte Realisierungsmoglich- 
aus AI2O3, keiten darstellen. Wie fOr den Fachmann leicht ersicht- 

— Aufbringen wenigstens einer Planarisierungs- lich ist, sind durch einfache Abweichungen weitere Aus- 
schicht auf die Substratschicht, 25 fuhrungsformen denkbar, ohne den Rahmen des Patent- 

— Aufbringen wenigstens einer ersten Elektroden- anspruchs zu verlassen. 
schicht auf die Planarisierungsschicht, 

— Strukturierung der ersten Elektrodenschicht zu Ausfuhrungsbeispiel 1 
wenigstens einer ersten Elektrode, 

— Aufbringen wenigstens einer Dielektrikum- 30 Auf ein Glassubstrat 1 (Corning 7059) wird durch ein 
schicht auf die erste Elektrode, Sputterverfahren eine dfinne Ti-Schicht 2 aufgebracht 

— Aufbringen wenigstens einer zweiten Elektro- und anschlieBend oxidiert Im AnschluB daran wird eine 
denschicht auf die Dielektrikumschicht, Ti/Pt-Schicht 3 aufgesputtert Zur Strukturierung wird 

— Strukturierung der zweiten Elektrodenschicht diese Elektrodenschicht durch eine rnechanische Maske 
zu wenigstens einer zweiten Elektrode 35 gesputtert Auf dieses Substrat wird eine 

PbZro3sTio^503-Schicht 4 aufgebracht Die Abschei- 

gelost, bei dem als Material fiir die Planarisierungs- dung der PbZro35To,6503-Schicht 4 erfolgt durch Einsatz 

schicht nicht kristallisierende G&ser mit/ohne Zusatz einer Losung, bei welcher Bleiacetat-tri-hydrat in 60 g 

von wenigstens einem Element aus einer Gruppe, beste- Ethylenglykolmonomethylether aufgelost wurde. Zu 

hend aus T1O2, ZK) 2 , HfO^ SrTiOs, CaTK>3, BaTi0 3l 40 dieser Losung wurden 8,62 g Titan-tetra-n-butylat und 

BaZr x Tij - x 03 mit x - 0 ... 1, PbZr x Tn - x 03 mit x « 0 7^1 g Zirkon-tetra-n-butylat gegeben. Die Losung wur- 

. . . 1, Ta 2 Os, Nb 2 Os, MgO, BeO, AlAi MgAl 2 04, ZrTi04, de durch ein Celluloseacetatfilter mit einer Porenweite 

BaF2, MgF 2 , Y 2 03, Sc 2 03, La 2 03 und Ln203, wobei Ln von 0,2 pm filtriert Zur Abscheidung einer PZT-Schicht 

Lanthanide wie z. B. Pr 2 03 sind, vorgesehen sind. Dabei 4 wird ein Glassubstrat 1 mit strukturierter Pt-Elektro- 

wird zur Herstellung der Dielektrikumschicht als Ab- 45 de 3 eingesetzt Auf dieses Substrat werden ca. 1 ml der 

scheideverfahren vorzugsweise ein Druckverfahren wie Pb— H— Zr-L6sung aufgebracht und damit mit einem 

Siebdrucken, Flexoprinten, Schleudern, Tauchen, Doc- Schleuderverfahren mit 2500 Umdrehungen pro Minute 

tor Blade oder Curtain Coating verwendet Die Planari- beschichtet Die Schicht wird mit 100°C/sec auf 550°C 

sierungsschicht wird dann vorteilhafterweise mit Ver- unter Sauerstoffatmosphare aufgeheizt und anschlie- 

fahren wie einem Druckverfahren wie Siebdrucken, Fie- 50 Bend bei dieser Temperatur gesintert Dieser Vorgang 

xoprinten, Schleudern, Tauchen, Doctor Blade oder wird raehrmals wiederholt, um eine Schicht mit einer 

Curtain Coating abgeschieden. Schichtdicke von ca. 03— 1 um zu erzeugen. Auf diese 

Da es sich bei der Herstellung dieser Produkte in der PZT Schicht 4 wird durch eine rnechanische Maske eine 

Regel um Massenprodukte handelt, die in Consumeran- zweite Pt-Elektrode 5 aufgesputtert Nach Abscheidung 

wendungen eingesetzt werden, mflssen besonders ko- 55 einer 0,5 ujn dicken Si0 2 -Schicht und einer organischen 

stengiinsdge Verfahren zum Einsatz kommen. Als sehr Schutzschicht 6 werden die Substrate in Streifen geteilt 

kostengunstiges Verfahren zur Abscheidung dunner, di- und anschlieBend mit Endkontakten 7 versehen. 
elektrischer Schichten mit K > 10 wird beispielsweise 

ein naBchemisches Dunnschichtverfahren, wie z. B. das Ausfuhrungsbeispiel 2 
Sol-Gel Verfahren eingesetzt Hiermit konnen z.B. eo 

PbZr x Tii- x 03-Schichten in Form keramischer Schich- Auf ein Glassubstrat 1 (Schott AF45) wird durch ein 

ten bei Temperaturen von ca. 400— 700° C erzeugt wer- Sputterverfahren eine dunne Ti-Schicht 2 aufgebracht 

den. Die ProzeB temperaturen liegen damit 500— 600° C und thermisch oxidiert AnschlieBend wird eine Ti/Pt 

niedriger als die entsprechenden Temperaturen zur Schicht 3 aufgesputtert Zur Strukturierung wird diese 

Herstellung dichter keramische PbZr x Tii -^-Sinter- 65 Elektrode durch reaktives Ionenatzen behandelt Auf 

korper. Der Einsatz dieser Verfahren, wie z. B. naBche- dieses Substrat wird eine PbZro,35Tio,6503 Schicht 4 auf- 

mischer Verfahren, gestattet die Abscheidung der gebracht Die Abscheidung einer PbZro&Tio&Os 

Schichten bei niedrigen Temperaturen mit Dicken bis Schicht 4 erfolgt durch Einsatz einer L5sung, bei wel- 
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cher Bleiacetat-tri-hydrat in 60 g Ethylenglykolmono- 140 nm Pt aufgesputtert Zur Strukturierung wird die 

memylether aufgeiost wurde. Zu dieser Ldsung wurden kontinuierliche Pt Elektrode 3 durch einen reaktiven 

8,62 g Titan-tetra-n-butylat und 7,51 g Zirkon-tetra- IonenatzprozeB strukturiert AnschlieBend wird eine 

n-butylatgegeben. Die Ldsung wurde durch einCellulo- aus T1O2 bestehende Antireaktionsschicht 2 auf dem 

seacetatfilter mit einer Porenweite von 0,2 jim filtriert 5 Substrat 1 erzeugt, indem die kontinuierliche Ti Schicht 

Zur Abscheidung einer PZT Schicht 4 wird das Glassub- durch eine thennische Behandlung bei 450° C im Sauer- 

strat 1 mit strukturierter Pt Elektrode 3 eingesetzt Auf stoffstrom in eine dichte Ti0 2 Schicht 2 umgewandelt 

dieses Substrat werden ca. 1 ml der Pb-Ti-Zr-Lflsung wird Auf dieses Substrat wird eine PbZro f 35Tio > 6503 

aufgebracht und mit einem Schleuderverfahren mit Schicht und eine PbZro^3Tio,4703 Schicht 4, welche mit 

2500 Umdrehungen pro Minute beschichtet Die Schicht 10 La dotiert ist, aufgebracht Die Herstellung einer Pb— 

wird mit 100°C/sec auf 550°C unter Sauerstoffatmo- La — Ti — Zr-L6sung erfolgt in ahnlicher Weise wie die 

sphare aufgeheizt und anschlieBend bei dieser Tempe- Herstellung der in Ausfuhrungsbeispiel 1, 2, 3 beschrie- 

ratur gesintert Dieser Vorgang wird mehrmals wieder- benen Ldsungen. Zur Abscheidung der Pb— Ti— Zr und 

holt, um erne Schicht von ca. 0,2— 1 umzuerzeugen.Auf Pb— La— Zr-Ti Schicht 4 wird das, wie oben mit einer 

diese PZT Schicht 4 wird eine Pt-Elektrode 5 aufgesput- 15 Antireaktionsschicht 2 versehene Glassubstrat 1, einge- 

tert und durch reaktives IonenStzen strukturiert Die setzt Die Abscheidung der Schichtstrukturen erfolgt 

weitere Verarbeitung zu einem Kondensatorbauteil er- wie in AusfQhrungsbeispiel 3. Auf diese PZT Schicht 4 

folgt entsprechend Ausfuhrungsbeispiel 1. wird durch ein Sputterverfahren eine Pt Schicht aufge- 
bracht Durch reaktives Ionenatzen wird diese Ober- 

Ausf Qhrungsbeispiel 3 20 elektrode 5 strukturiert AnschlieBend wird eine Schutz- 

schicht 6 bestehend aus 0,5 um Si02 durch chemische 

Auf ein Glassubstrat 1 (Corning 1737) wird durch ein Abscheidung aufgebracht und strukturiert Auf die SiC>2 

Sputterverfahren eine dunne Ti und Ti/Pt Schicht 2 und Schicht wird eine 10 urn dicke Polymer schicht in Form 

3 entsprechend dem Ausfuhrungsbeispiel 2 aufgesput- von Polyimid aufgebracht und strukturiert Das Glas- 

tert und strukturiert Auf dieses Substrat wird eine 25 substrat wird in Streifen getrennt 

PbZro^sTio^sOa Schicht 4 aufgebracht Die Abschei- NiCr Endkontakte 7 werden aufgesputtert und 

dung einer PbZro^sTio^sOs Schicht 4 erfolgt durch Ein- NiPbSn Endkontakte 7 werden in einem galvanischen 

satz einer Losung, bei welcher Bleiacetat-tri-hydrat in Bad aufgewachsen. 
60 g Ethylenglykolmonomethylether aufgeiost wurde. 

Zu dieser Losung wurden 8,62 g Titan-tetra-n-butylat 30 Ausfuhrungsbeispiel 5 
und 7,51 g Zirkon-tetra-n-butylat gegeben. Die Ldsung 

wurde durch ein Celluloseacetatfilter mit einer Poren- Auf ein Glassubstrat 1 (Schott AF45) werden durch 
weite von 0,2 \im filtriert Zur Abscheidung einer PZT ein Druckverfahren auf der Unterseite des Substrats 1 
Schicht 4 wird das Glassubstrat 1 mit strukturierter Pt Endkontakte aufgedruckt AnschlieBend wird durch ein 
Elektrode 3 eingesetzt Auf dieses Substrat werden ca. 35 Schleuderverfahren eine dunne Z1O2 Schicht als Antire- 
1 ml der Pb-Ti-Zr-Ldsung aufgebracht und mit einem aktionsschicht 2 auf das Glassubstrat aufgebracht Auf 
Schleuderverfahren mit 2500 Umdrehungen pro Minute diese Antireaktionsschicht 2 wird mittels Lift-off-Ver- 
beschichtet Die Schicht wird mit 300°C/min auf 600° C fahren eine dQnne Ti/Pt Schicht 2 und 3 mit 10 nm Ti 
unter Sauerstoffatmosphare aufgeheizt und anschlie- und 140 nm Pt strukturiert aufgebracht Auf dieses Sub- 
Bend bei dieser Temperatur gesintert 40 strat wird eine Schichtstruktur 4 aus einer 
Auf diese Schicht wird eine zweite Schicht der Zu- PbZro£5Ti(V6503 Schicht und einer PbZro,53Tio.4703 
sammensetzung PbZro^TicvwOs aufgebracht Dazu Schicht welche mit La dotiert ist, aufgebracht Die Be- 
wird Bleiacetat in Methoxyethanol geldst 4,204 g Titan- schichtung erfolgt wie in Ausfuhrungsbeispiel 4 be- 
tetra-nbutylat und 5,076 g Zirkontetra-n-butylat werden schrieben. Zur Herstellung des Kondensators wird auf 
in Methoxyethanol gel6st Die Titan und Zirkon enthal- 45 die PLZT Schicht 4 eine Pt Schicht 5 aufgebracht Durch 
tende Ldsung wird zur Bleiacetatl6sung unter RQhren ein Lift-Off- Verfahren wird diese Oberelektrode 5 
zugefugt Weiterhin wird eine Hydrolisierlosung aus strukturiert AnschlieBend wird eine Schutzschicht 6 be- 
Wasser und konz. HNO3 und Methoxyethanol herge- stehend aus 0,5 um SUN4 mittels PECVD abgeschieden. 
stellt Diese Hydrolisierldsung wird zu der Blei, Titan Nach der Strukturierung der SisN4 Schicht wird eine 
und Zirkon enthaltenden Losung zugefiigt Auf das 50 etwa 10u,m dicke Polyimidschicht aufgebracht und 
oben beschichtete Substrat werden ca. 1 ml dieser Pb— strukturiert Nach einer Separation in Streifen werden 
Ti— Zr-L6sung aufgebracht und mit einem Schleuder- NiCr Endkontakte 7 aufgesputtert Nach der vollstandi- 
verfahren mit 2500 Umdrehungen pro Minute beschich- gen Separation in Einzelprodukte werden NiPbSn End- 
tet Die Schicht wird mit 300°C/min auf 600 °C unter kontakte 7 in einem galvanischen Bad auf gewachsen. 
Sauerstoffatmosphare aufgeheizt und anschlieBend bei 55 

dieser Temperatur gesintert Dieser Vorgang wird Ausfuhrungsbeispiel 6 
mehrmals wiederhoit Bei der letzten Beschichtung wird 

eine Heiztemperatur von 650° C eingesetzt Auf diese Auf ein AbCVSubstrat 1 (Dickschichtqualitat) wer- 

PZT Schicht 4 wird eine Pt Elektrode 5 aufgesputtert den durch ein Druckverfahren auf der Unterseite des 

und durch reaktives Ionenatzen strukturiert Die weite- eo Substrats Endkontakte aufgedruckt AnschlieBend wird 

re Verarbeitung zu einem Kondensatorbauteil erfolgt durch einen weiteren DruckprozeB eine Bleisilikat- 

entsprechend AusfQhrungsbeispiel 1. schicht als Planarisierungsschicht 2 aufgedruckt Dazu 

wird ein Bleisilikatpulver in Isopropanol dispergiert 

AusfQhrungsbeispiel 4 Grobe Partikel werden entfernt durch Sedimenation. 

65 Die verbleibende Slurry wird auf das AI2O3 Substrat 1 

Auf ein Glassubstrat 1 (entsprechend Ausfuhrungs- mittels eines Doktorbladeverfahrens aufgebracht Das 

beispiel 1, 2 oder 3) wird durch ein Sputterverfahren Substrat wird getrocknet und anschlieBend bei 900° C 

eine dQnne Ti/Pt Schicht 2 und 3 mit lOnm Ti und gesintert Auf dieses pianarisierte Substrat 1 und 2 wird 



10/25/2004, EAST version: 1.4.1 



DE 196 30 

ll 

mittels Lift-off- Verfahren eine diinne Ti/Pt Schicht 2 
und 3 mit 10 nm Ti und 140 nm Pt aufgesputtert und 
strukturiert Auf dieses Substrat wird eine 
PbZro^3Tio,470 3 Schicht 4, welche mit La dotiert ist, auf- 
gebracht Die Beschichtung erfolgt wie in Ausfiihrungs- 5 
beispiel 4 beschrieben. Zur Herstellung des Kondensa- 
tors wird auf die PLZT Schicht 4 eine Pt Schicht 5 
aufgebracht Durch einen DruckprozeB und ein Lift-off- 
Verfahren wird diese Oberelektrode 5 strukturiert An- 
schlieBend wird eine niedrig sinternde Glasschicht als 10 
Schutzschicht 6 aufgedruckt Nach einer Separation in 
Streifen werden NiCr Endkontakte 7 aufgesputtert 
Nach der vollstandigen Separation in Einzelprodukte 
werden NiPbSn Endkontakte 7 in einem galvanischen 
Bad aufgewachsen. 15 

Patentanspriiche 

1. Bauteil mit einem Kondensator mit 

— wenigstens einer Substratschicht (1) aus 20 
Gias, 

— wenigstens einer Antireaktionsschicht (2), 

— wenigstens zwei Elektrodenschichten (3, 5) 
und 

— wenigstens einer Dielektrikumschicht (4), 25 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Material fiir die Antireaktionsschicht (2) 
wenigstens ein Element aus einer Gruppe, beste- 
hend aus TiO* ZrO^ HfOz, SrTi0 3 , CaHO* Ba- 
T1O3, BaZr x Tii- x 0 3 mit x =» 0 . 1, PbZr K Tii-x0 3 30 
mit x - 0 ... 1, Ta 2 O s , Nb 2 C>5, MgO, BeO, AI2O3, 
MgAl 2 04, ZrTi04, BaF 2> TiB 2 , MgF* Y^a, Sc 2 0 3 , 
La 2 0 3 und Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z. B. 
Pr 2 0 3 sind, vorgesehen ist 

2. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 35 
net, daB als Material fur die Elektrodenschichten (3, 

5) jeweils wenigstens ein Element aus einer Grup- 
pe, bestehend aus Ti/Pt, Ta/Pt, Ti/Pd/Pt, Ir, IrO* 
lr0 2 /lr, Zr0 2 /Pt, Ti/Cu, Ti/Ni, H/NiAJ, Ti/(Ni, Al, 
Cr), Ti/(Ni, Al, Fe), Ti/(Ni, Fe, Cr), Ti/(Ni, Al, Cr, Fe), 40 
Ti/(Ni, Fe, Cr, S), Ti/(Co, Ni, Fe, Cr), Pt x AIi- x /Pt, 
Pt/IrO* Ti0 2 /Pt, leitenden Oxiden, Hybriden aus 
wenigstens einem leitenden Oxid und einem Edel- 
metall und Hybriden aus wenigstens einem Edel- 
metall und einem Nichtedelmetall, vorgesehen ist 45 

3. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fur die Dielektrikumschicht (4) eine 
Schicht aus ferroelektrischem Material mit einer 
Dicke von 10 nm bis 2 um vorgesehen ist 

4. Bauteil mit einem Kondensator mit 50 

— wenigstens einer Substratschicht (1) aus 
A1 2 0 3 , 

— wenigstens einer Planarisierungsschicht (2), 

— wenigstens zwei Elektrodenschichten (3, 5) 
und 55 

— wenigstens einer Dielektrikumschicht (4), 
dadurch gekennzeichnet, daB als Material fur die 
Planarisierungsschicht (2) nicht kristallisierende 
Glaser mit/ohne Zusatz von wenigstens einem Ele- 
ment aus einer Gruppe, bestehend aus TiO^ ZrOa 60 
HfO* SrTiOa, CaTi0 3 , CaZK) 3 , BaTi0 3 , 
BaZr x Tn- x 0 3 mit x = 0 ... 1, PbZr x Tii_ x 0 3 mit x 

= 0 ... 1, Ta 2 Os, Nb 2 Os, MgO, BeO, A1 2 0 3 , 
MgAl 2 04, ZrTKX BaF* MgF 2 ,Y 2 0 3 , S^O* La 2 0 3 
und Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z. B. Pr 2 0 3 65 
sind, vorgesehen sind. 

5. Bauteil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Material fur die Elektrodenschichten (3, 
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5) jeweils wenigstens ein Element aus einer Grup- 
pe, bestehend aus Ti/Pt, Ta/Pt, Tl/Pd/Pt, Ir, IrO* 
Ir0 2 /Ir, Zr0 2 /Pt, Ti/Cu, Ti/Ni, Ti/NiAl, Ti/(Ni, Al, 
Cr), Ti/(Ni, Al Fe), Ti/(Ni, Fe, Cr), Ti/(Ni, Al Cr, Fe), 
Ti/(Nl Fe, Cr, S\ Ti/(Co, Ni, Fe, Cr), Pt x Ah-x/Pt, 
Pt/IrO^ Ti0 2 /Pt, leitenden Oxiden, Hybriden aus 
wenigstens einem leitenden Oxid und einem Edel- 
metaU und Hybriden aus wenigstens einem Edel- 
metall und einem Nichtedelmetall vorgesehen ist 

6. Bauteil nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fiir die Dielektrikumschicht (4) eine 
Schicht aus ferroelektrischem Materia! mit einer 
Dicke von 10 nm bis 2 uon vorgesehen ist 

7. Bauteil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Material fur die Elektrodenschichten (3, 
5) jeweils wenigstens ein Metallpulver in Form ei- 
ner Paste aus einer Gruppe, bestehend aus 
AgxPti_ x mitx = 0...1,Ag x Pdi- x mitx = 0...1, 
Ag, Cu, Ni und diese Metallpulver jeweils mit Zuga- 
be geringer Mengen eines Haftglases, vorgesehen 
ist 

8. Bauteil nach Anspruch 4 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fur die Dielektrikumschicht (4) eine 
Schicht aus ferroelektrischem Material mit einer 
Dicke von 2 \im bis 20 urn vorgesehen ist 

9. Bauteil nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB wenigstens eine organi- 
sche oder anorganische Schutzschicht (6) vorgese- 
hen ist 

10. Bauteil nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet daB wenigstens zwei End- 
kontakte (7) vorgesehen sind. 

11. Kondensator mit 

— wenigstens einer Substratschicht (1) aus 
Glas, 

— wenigstens einer Antireaktionsschicht (2), 

— wenigstens zwei Elektrodenschichten (3, 5) 
und 

— wenigstens einer Dielektrikumschicht (4), 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Material fur die Antireaktionsschicht (2) 
wenigstens ein Element aus einer Gruppe, beste- 
hend aus TiO* ZrO* HfO* SrHO* CaTO 3l Ba- 
Ti0 3 , BaZr x Tu-x0 3 mit x - 0 ... 1, PbZr x Tii - x 0 3 
mit x - 0 ... 1, Ta 2 Os, Nb 2 0 5 , MgO, BeO, A1 2 0 3 , 
MgAl 2 04, ZrTi04, BaF* HB* MgF2, Y 2 0 3 , Sc 2 0 3 , 
La 2 0 3 und Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z. B. 
Pr 2 0 3 sind, vorgesehen ist 

12. Kondensator mit 

— wenigstens einer Substratschicht (1) aus 
AW* 

— wenigstens einer Planarisierungsschicht (2), 

— wenigstens zwei Elektrodenschichten (3, 5) 
und 

— wenigstens einer Dielektrikumschicht (4), 
dadurch gekennzeichnet, daB als Material fur die 
Planarisierungsschicht (2) nicht kristallisierende 
Glaser mit/ohne Zusatz von wenigstens einem Ele- 
ment aus einer Gruppe, bestehend aus T1O2, Zr0 2 , 
HfO* SrTi0 3 , CaTiO* CaZrOs, BaHO* 
BaZr x Tn - x 0 3 mit x « 0 . . . 1, PbZr x Tu _ x 0 3 mit x 
= 0 ... 1, Ta 2 0 5 , Nb 2 0 5l MgO, BeO, Al 2 Os, 
MgAl 2 04, ZrH04, BaF* MgF 2 ,Y 2 0 3 , Sc 2 03, La 2 Cb 
und Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z. B. Pr 2 0 3 
sind, vorgesehen sind. 

13. Verfahren zur Herstellung eines Bauteiles mit 
einem Kondensator mit den Schritten 

— Bereitsteilen wenigstens einer Substrat- 



10/25/2004, EAST Version: 1.4.1 



DE 196 30 883 Al 

13 14 



schicht(l)ausGlas, 

— Aufbringen wenigstens einer Antireak- 
tionsschicht (2) auf die Substratschicht (1), 

— Aufbringen wenigstens einer ersten Elek- 
trodenschicht (3) auf die Antireaktionsschicht 5 

— Strukturierung der ersten Elektroden- 
schicht (3) zu wenigstens einer ersten Elektro- 
de®, 

— Aufbringen wenigstens einer Dielektrikum- 10 
schicht (4) auf die erste Elektrode (3), 

— Aufbringen wenigstens einer zweiten Elek- 
trodenschicht (5) auf die Dielektrikumschicht 
(4), 

— Strukturierung der zweiten Elektroden- 15 
schicht (5) zu wenigstens einer zweiten Elek- 
trode (5), 

dadurch gekennzeichnet, daft ais Material fur die 
Antireaktionsschicht (2) wenigstens ein Element 
aus einer Gruppe, bestehend aus TiO^ ZrO^ Hf02, 20 
SrTi0 3 , CaTiO* BaTK) 3 , BaZr x Tii_ x 0 3 mit x « 0 
... 1, PbZr x Tii _ x 0 3 mit x « 0 ... 1, Ta 2 0 5 , Nb 2 0 5 , 
MgO, BeO, AI2O3, MgAl 2 04, ZrTiO^ BaF 2l MgF 2 , 
Y 2 0 3 , SC2O1 La 2 0 3 und La^O^ wobei Ln Lanthani- 
de wie z. B. Pr 2 0 3 sind, vorgesehen ist 25 
14. Verfahren zur Herstellung eines Bauteiles mit 
einem Kondensator mit den Schritten 

— Bereitstellen wenigstens einer Substrat- 
schicht (1) aus AI2O3, 

— Aufbringen wenigstens einer Planarisie- 30 
rungsschicht (2) auf die Substratschicht (1), 

— Aufbringen wenigstens einer ersten Elek- 
trodenschicht (3) auf die Planarisierungs- 
schicht(2), 

— Strukturierung der ersten Elektroden- 35 
schicht (3) zu wenigstens einer ersten Elektro- 
de (3), 

— Aufbringen wenigstens einer Dielektrikum- 
schicht (4) auf die erste Elektrode (3), 

— Aufbringen wenigstens einer zweiten Elek- 40 
trodenschicht (5) auf die Dielektrikumschicht 

— Strukturierung der zweiten Elektroden- 
schicht (5) zu wenigstens einer zweiten Elek- 
trode (5), 45 

dadurch gekennzeichnet, daft als Material fur die 
Planarisierungsschicht (2) nicht kristallisierende 
Glaser mit/ohne Zusatz von wenigstens einem Ele- 
ment aus einer Gruppe, bestehend aus T1O& Zr0 2 , 
Hf0 2 , SrTi0 3 , CaTiO* BaTi0 3 , BaZr x Tij _ x 0 3 mit x 50 
= 0 ... 1, PbZr x Tii_ x 0 3 mit x » 0 ... 1, Ta 2 0 5 , 
Nb 2 0 5 , MgO, BeO, AI 2 03, MgAl 2 04, ZrTi04, BaF 2 , 
MgF 2 ,Y 2 03, Sc 2 0 3 , La 2 03 und Ln^, wobei Ln 
Lanthanide wie z. B. Pr 2 03 sind, vorgesehen sind. 
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